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Equipos

Generador de funciones

Multimetro digital

Osciloscopio

Fuente de alimentacidn

Materiales

1 transistores 2N2222A

1 transistores 2N2907A

2 diodos 1N4001

2 resistenciasde 100Q a1 W

1 resistenciasde 10Q a2 W

2 capacitores electroliticos de 10 uF a 50 V
1 capacitor electrolitico de 100 uF a 50 V
1 PROTOBOARD

Procedimiento:




1) Alambrar el circuito de la figura 1. Aplicar una seial senoidal de 1 KHz y 0.1 Vp como seiial de entrada Vin.
Ve

C
10V

= 100 ohms
Figura 1.

2) Medir los niveles de corriente y voltaje para ICQy VCEQ. Indicar la regidn en la que se
encuentra operando el transistor. Explicar.




3) Modificar la amplitud de la sefial de entrada Vin a 2 volts de pico.
4) Obtener osciloscopio acotado de la sefial de entrada y salida. Indique la(s) region(es) en
las que estd trabajando el transistor y explique.
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5) Alambrar el circuito de la figura 2. Como sefal de entrada Vin, aplicar una sefial
senoidal de 1 KHz y 2 Vp.




Vout

1~
{ i
N ~ 100 ohms

Vin (-\

)
_‘:T e _‘::
10V
Figura 2.

6) Obtener osciloscopio acotado de la sefial de entrada y salida. Mencione la(s) region(es)
en las que estd trabajando el transistor y explique.
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7) Alambrar el circuito de la figura 3 con la misma sefial de entrada del circuito anterior.
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Figura 3.

8) Obtener en el osciloscopio los detalles de la sefial de entrada y salida. Explique claramente lo
observado.




F, Inversion
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9) Armar el circuito de la figura 4.

Figura 4.

10) Obtener osciloscopio detallado de la sefial de entrada y salida. Indicar el voltaje VCE de
cada transistor. Explique lo observado.
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Resultados:

Recopilar toda la informacion solicitada en el procedimiento en forma clara y ordenada, procure utilizar la opcién de
registro de datos digitales de las ondas del osciloscopio a registrar fotos directas del equipo
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Anexos:
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